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Mitsubishi Electric lanserar tvA nya HVIGBT-moduler i XB-serien

Ger hogeffektiva och tillforlitliga vixelriktare i sparfordon och stérre industriutrustningar

HVIGBT-modul i XB-serien for 4,5 kV/1 200 A (fran vénster: standardisolerande och hdgisolerande moduler)

TOKYO den 2 december 2025 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har idag meddelat att

foretaget den 9 december lanserar nya standardisolerande moduler (6,0 kVrms) och hogisolerande moduler
(10,2 kVrms) 1 XB-serien av bipoldra hogspanningstransistorer med isolerat styre (HVIGBT). Dessa nya
effekthalvledare har hog fuktbestdndighet och ger vixelriktare med hogre effektivitet och tillforlitlighet i
tillimpningar som storre industriutrustningar, exempelvis sparfordon, och &r avsedda for olika miljoer, dven
utomhus. Mitsubishi Electric kommer att stélla ut de nya modulerna pa den 40:e upplagan av Tokyo-méssan
Nepcon Japan R&D and Manufacturing mellan den 21 och 23 januari 2026 och pa andra méssor i bland annat

Nordamerika, Europa, Kina och Indien.

De nya modulerna anviander IGBT-element med Mitsubishi Electrics egenutvecklade RFC-diod (relaxed field
of cathode) och CSTBT!-struktur (carrier-stored trench-gate bipolar transistor). Genom ny konstruktion for
filtavlastning? och ytladdningsstyrning® har Mitsubishi Electric kunnat minska chipets termineringsregion

med cirka 30 % och uppna cirka 20 ginger* hogre fuktbestindighet jimfort med nuvarande produkter.

! Egenutvecklad IGBT-struktur med CSE (Carrier Storage Effect).

2 Egenutvecklad struktur med optimalt anordnade halvledarregioner av p-typ som gradvis breddar avstindet.

3 Egenutvecklad struktur dir den halvisolerande filmen har direkt kontakt med halvledaromradet, vilket sikerstiller stabil
laddningsavledning.

4 Resultat av verifieringstest for kondensbestindighet for XB-serien och nuvarande produkter i H-serien med mirkspénning 3,3
kV (identisk inkoppling vid 3,3 kV och 4,5 kV).
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Dessutom minskar modulen den totala switchforlusten med cirka 5 %° jaimfort med tidigare modeller, och
toleransen i det sikra driftomradet for omvind aterstéllning (RRSOA) ér cirka 2,5 ganger® storre én for tidigare

modeller.

Som ett resultat av att forbéttra effektiviteten och tillforlitligheten hos vaxelriktare i stor industriell utrustning
i miljoer dir forhéllandena kan variera, till exempel utomhus, kommer modulerna att bidra till

koldioxidneutralitet.

Produktegenskaper

1) Hogre fuktbestindighet for stabil drift av viixelriktare

- En ny konstruktion av filtavlastning och ytladdningsstyrning i chipets termineringsregion minskar
storleken pd chipets termineringsregion och fuktbestdndigheten okar avsevirt vilket ger stabilare
funktion for véxelriktare i miljoer med hog luftfuktighet.

2) Effektivare och mer tillforlitliga vixelriktare

- IGBT-element med den egenutvecklade RFC-dioden och CSTBT-strukturen minskar total
switchforlust for att realisera effektivare véxelriktare.

- Den patentskyddade RFC-dioden utokar RRSOA-toleransen for att forbéttra véxelriktarens
tillforlitlighet genom att forhindra skador av omviind 4terstillningsstrdm’ och omvind spénning® under
véxling.

3) Matt for kompatibilitet med nuvarande produkter ger enklare vixelriktarkonstruktion
- Genom standardyttermatt’ kan moduler enkelt ersiittas och nya vixelriktare kan konstrueras enklare

och snabbare.

Huvudspecifikationer
Ny produkt Aldre produkter
Serie (Standardisolerande) (Standardisolerande)
XB-serien R-serien H-serien
Typ CM1200HC-90XB CM1200HC-90R CM900HC-90H
Markspanning 4,5 kV 4,5kV
Markstrom 1200 A 1200 A 900 A
Isoleringsspanning 6,0 kVrms 6,0 kVrms
Anslutning Enkel Enkel
Matt
140x190x38 mm 140x190x38 mm
(BxDxH)
Pris Enligt offert Enligt offert
Provleverans Den 9 december 2025 Den 1 oktober 2008 Den 1 april 2006

5 Jamforelse med tidigare CM1200HC-90R betréffande EontEofrtErec vid Ti=125 °C, Vcc=2 800 V och Ic=1 200 A.
¢ Jimforelse med befintlig CM1200HC-90R betriffande Pr (produkten av Vce och Ir i RSOA).

7 Tillfallig backstrom som uppstér nér en diod vixlar fran framat- till bakatriktning.

8 Backspinning dver en diod.

9 Jamforelse med tidigare produkt i H-serien for 4,5 kV/900 A och produkt i R-serien for 4,5 kV/1 200 A.
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Ny produkt Tidigare produkter
Serie (Hogisolerande) (Hogisolerande)
XB-serien R-serien H-serien
Typ CM1200HG-90XB CM1200HG-90R CM900HG-90H
Mairkspanning 4,5 kV 4,5 kV
Mirkstrom 1200 A 1200 A 900 A
Isoleringsspanning 10,2 kVrms 10,2 kVrms
Anslutning Enkel Enkel
Matt
(BxDxH) 140x190x48 mm 140x190x48 mm
Pris Enligt offert Enligt offert
Provleverans Den 9 december 2025 Den 1 oktober 2008 Den lzsg(;));ember
Produkter i XB-serien
Nuvarande Ny produkt Nuvarande produkt
produkt
Typ CM1500HC- CM1200HC- CM1200HG- CM750HG-
66XB 90XB 90XB 130XB
Mairkspanning 3,3kV 45kV 6,5 kV
Mirkstrom 1500 A 1200 A 750 A
Isoleringsspanning 6,0 kVrms 6,0 kVrms 10,2 kVrms 10,2 kVrms
Provleverans Den 1 maj 2025 Den 9 december 2025 Den 282(1)1;);/ember

Efterfrigan okar pé effekthalvledare for effektiv spanningsomvandling som viktiga komponenter som bidrar

till mindre koldioxidutslédpp. Effekthalvledare for storre industriutrustningar anvénds i véxelriktare och andra

kraftomvandlingsenheter inom kraftgenerering och distribution, exempelvis i drivsystem for sparfordon,

stromforsorjningar och likspdnningsomvandlare. Dessa moduler maste fungera med hog fuktbestdndighet for

stabil drift i tuffa miljoer dar temperatur och luftfuktighet varierar kraftigt, till exempel utomhus. Chips som

anvénds i halvledare dr indelade i en aktiv region som omvandlar och matar ut strém och en termineringsregion

som stabiliserar spdnningen. I miljoer med hog luftfuktighet krdvs en chipstruktur med stor termineringsregion

for att forhindra spanningsfall pa grund av fukt. Detta resulterar dock i en avvigning eftersom den aktiva

regionen maste vara motsvarande mindre, vilket gor det svart att uppna bade hog effekt och lag forlust, men

aven hog fuktbestiandighet.

Webbplats

https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/powerdevices/

“CSTBT” dr ett varumdrke som tillhor Mitsubishi Electric Corporation.
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Om Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har mer adn 100 ars erfarenhet av att tillhandahélla
tillforlitliga och hogkvalitativa produkter och dr erként globalt ledande inom tillverkning, marknadsforing och
forsdljning av elektrisk och elektronisk utrustning for informationsbehandling och kommunikation,
rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi, transport och
byggutrustning. Mitsubishi Electric berikar samhéllet med teknik i enlighet med foretagets motto "Changes
for the Better”. Foretagets redovisade omséttning under rakenskapsaret som avslutades den 31 mars 2025 var
5521,7 mdr JPY (36,8 mdr USD*). Mer information finns pd www.MitsubishiElectric.com

*Belopp i japanska yen omrdknat till amerikanska dollar med kursen 150 JPY per USD, vilket motsvarar

ungefarlig kurs pd Tokyoborsen den 31 mars 2025
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